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１．概要（Summary） 

 ナノ電気機械システム（NEMS）の高信頼性化や長寿

命化には、それらを構成するナノ構造体の機械的特性を

精確に実測し、得られた知見をデバイス設計に反映する

ことが重要である。本研究では、幅と厚みが数十 nm 程

度のナノワイヤ状試験片に対して一軸引張負荷を付与可

能な MEMS 引張試験デバイスを新設計し、香川大学ナ

ノテクノロジープラットフォームの設備を利用してデバイス

作製を実施した。 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

・デュアルイオンビームスパッタ装置（ハシノテック社

製,10W-IBS） 

・片面マスクアライナ（ミカサ社製, MA-10型）  

・実験方法 

SOI ウェハ上にデュアルイオンビームスパッタ装置を用

いて Au/Cr 積層膜を成膜した後、両面マスクアライナを

用いて電極および配線パターンを形成した。次に、同装

置を用いてウェハ表裏に Al 膜を成膜し、デバイス形状を

エッチングするためのマスクパターンを形成した。その後、

ウェハ両面から誘導結合プラズマ反応性イオンエッチング

装置を用いてデバイスを作製した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

デュアルイオンビームスパッタ装置と両面アライナを用

い、数千組の櫛歯電極（櫛歯間隔 4 m）を有する MEMS

引張試験デバイス（7.5 mm×8 mm）を SOI ウェハ上に

一括作製した（Fig. 1）。 

Au/Cr 積層膜を用いた配線パターンの一部に加工不

良が確認されたものの。主要な機械要素は精度良く作製

できていることが分かった。また、旧型デバイスから改良し

た新規構造体（熱膨張アクチュエータを用いた試験片ス

テージ固定機構）も良好に作製できていることが分かった。

駆動確認の結果、変位計測に用いる静電容量センサのノ

イズ信号を旧型デバイスと比べて 80 %低下することに成

功した。 

 

Fig. 1 Produced MEMS tensile test device. 
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